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ENERGETIK QURGULARDA iSLODILON YARIMKECIRICi
GUC DIODUNDA KECID PROSESININ TOHLILI

MEHDIYEV B.Q.
AZMIU

Mogalade acar rejiminde isloyen yarimkegirici giic diodunda geden kegid prosesi aras-
dirtlmig, diodda ¢evrilme zamani omole golen fiziki merhaleler tadqiq edilmisdir.

Enerjinin cevrilmasindo islodilon energetik qurgularin g¢evrici hisselorinin idare ve ton-
zimlonme sistemloerinde gilic yarimkegirici diodundan genis istifade olunur [5].

Energetik qurgularda tebii kommutasyali g¢evrici sistemin osas elementlorini trans-
formator, reaktor, kondensator veo ventil elementlori toskil edir. Bunlar enerjinin bir
yerdon basqa bir yero verilmesinde istifade edilir. Bu zaman kommutasiya prosesindo
yaranan kecid prosesi az giiclii yarimkegirici dioddan forqglondiyi {igiin genis tohlil
edilmemisdir [6,7]. Bu sobebdon meqalode giic yarimkecirici diodda keg¢id prosesinin
tohliline genis yol verilmisdir.

Yarimkegirici diod, tedqiqat zamani sxemin asas baza elemnti kimi gobul edilir. Bu
sobabden diodun miixtalif agar rejiminde islodiyi zaman keg¢id prosesindo Oziinii nece
aparmasinin arasdirilmasi osas sortdir. Qeyd etmok lazimdir ki, diodda yaranan kegid
prosesinin tam todqiq edilmesinde keg¢id prosesinin hor bir merhoelasi iiclin differensial
tonliyin helli vacibdir. Bu tonliklorden alinmis neticelore osasen kecid prosesinde olan
morhalolor doqiq olaraq aydinlagdirilir. Lakin bu zaman alinmis tenliklor miirekkeb
oldugundan, onun arasdirilmasi miirokkebloesir. Masaloni sadalesdirmek moaqgsedi ilo
konkret hal iiclin diodun diffuziya tenliyi ona totbiq olunan diiz ve oks gorginliyin
qiymati vo impulsun formasi nezere alinmaqla hall edilmisdir. Maqalede ¢ixarilan ifa-
deler yalnmiz diiz ve oks gerginliyin impulsunun formasi diizbucaqli olduqda dogrudur.
Riyazi ifadelor ¢ixarilarken asagidaki mehdudiyyetlor nezere alinmigdir.

1. Diod miistovi — paralel konstruksiyada qoebul edilir ve p-n kecidi pillali olur.
2. p- sahasindo keciricilor n- sahasine nisbaton coxdur, yeni kecidden kecon co-
royan tam
desik cerayandir.
3. p-n ke¢idinin tutumu kegid prosesinde nezere alinmur.
4. Dreyf coroyaninin olmadig1 nazerds tutulur.
5. Qeyri osas yiikdasiyicilarin n- sahasinde yasama miiddeati diodda ( diodun baza-
sinda )
sabitdir.

n- sahasinde olan desiklor fasiloesizlik tenliyine osasen belo tapilir (1)
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Ap- desiklorin beraberlogsmeyen konsentrasiyalaridir;
Dp- desiklorin diffuziya emsalidir;

T, - n- sahesinde desiklorin yasama miiddotidir.

t=0, Ap(x /0)=0 olduqda diodun diiz cerayan impulsa verildikde diodun bazasinda
olan

coroyan gorarlasmis veziyotde olur. Diodda diiz cereyan totbiq edildikde x= 0 oldugu
halda
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fasilosizlik tenliyi belo alinir:
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- diodda tetbiq olunan diiz cereyanin amplitud qiymsatidir.
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A- diodun en kesiyi; I

diiz
Ap (x,t)=0 olduqda x=w olur
w- bazanin enidir

Ikinci sort olaraq diodun diizlenmoyon elektrodunda rekombinasiya siireti sonsuz ol-
dugu gebul edilir. Bu halda diodun bazasinda yilik cereyanimin differensial tenliyini
toxminan belo

tortib etmok olar:
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(3) ifadesi diodda n- sahesinde diiz cereyandan asili, bazanin eninden asilt olmadan
t miiddetine uygun yiiklerin toplanma asilligini xarakterizo edir.
T- zaman sabiti olub, diodun parametrindon asili olaraq toplanma siiratini gostorir.
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L,- desiklorin diffuziya uzunlugudur.

K>>1 oldugda, T=r, alinur.
Lp

Bu halda diod « qalin» bazali diod adlanir.

ZV>3 oldugda T~ 7, almir ki, bu zaman bazada toplanmis yiklorin xotast 10% - don
p
az olur.

"Qalin" bazali diod iiclin (3) tenliyi belo alinir.
t
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Ogor w/lp «1 olarsa, onda diod " nazik" bazali diod adlanir. Bu halda:
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Bazada hacmi miigavimetin ani qiymsati bazada olan yiikdasiyicilarin miqdar1 ile teyin
edilir.

Bazanin hacmi miiqavimeti yiikdasiyicilarin toplanmasi zamanmi asagidaki tonliye osa-
son tapila biler.
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t = o0 oldugda
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C- sabit adoaddir, diodun tipine osasen toyin edilir.

Diodun p- n kecidinde olan gerginlik yiiklerin dolmasinin zaman funksiyasi olaraq
asagidaki kimi toyin edilo bilor:

Uy()=U,Ly( " o /g((g 1) (10)

Burada U, - temperatur potensialidir vo asagidaki kimi teyin edilir:
KT
== (11)
q
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Burada k- Bolsman sabiti;
I,- kecgiddoaki istilik cerayani,
T- miitleaq temperatura
g- elementar yiikdiir

Asagida diodun agar rejiminde qosulma sxemi ve onda yaranan cerayan ve gorginliyin
grafiki verilmisdir (sokil 1)
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Soekil 1 a) diodun qosulma sxemi,
b) ceroyanin doyisme qrafiki
q) gorginliyin deyisme qrafiki

NOTICO

Diodun bir veziyetden digerine (diiz istigameatden oks istiqgameto) qosulmasi ani olaraq
bas verir ki, buda bazada ytiklerin sabit qaldigin1 gosterir.
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HNCCIEJOBAHME INEPEXOJHOI'O ITPOLOHECCA CHJIOBOI'O
MHOJYITPOBOAHUKOBOT'O IMOJA, UCIIOJB3YEMOI'O
B DHEPTETUYECKHUX YCTPOMCTBAX

MEXTHUEB b.I

B crathe paccMOTpEHBI MEPEXOJIHBIE MPOLECCHl IMPHU PA3IUYHBIX MEPEKIIOYEHUSIX IOY-
IPOBOJHHUKOBBIX AHOA0B. Pemensl nugdepeHiuanbable ypaBHeHUsT B JIBYX ciydasx. M3na-
raroTCcsl pe3yibTaThl UCCIEN0BAHUS BO3MOKHOCTH MTOCTPOCHUS SKBUBAJIEHTHOW CXEMBbI MOJIY-
IPOBOJHUKOBBIX JIHOJIOB.

RESEARCH OF TRANSITIONAL PROCESS OF SEMI-CONDUCTING
DIODE USED IN ENERGY DEVICES

MEHDIYEYV B.G.
Transitional processes in various stages of semi-conducting diodes have been researched in

the article. Different equations in two cases are done. Results of the opportunity to build an
equivalent system in semi-conducting diodes have been stated on paper.



